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σ＝
犖

犉·ｃｏｓ（θ）
（１）
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Ｄｅｇｒａｄｅｒ（μｍ） Ａｎｇｌｅ（°） ＬＥＴ０（ＭｅＶ·ｃｍ
２／ｍｇ） ＬＥＴｅｆｆ（ＭｅＶ·ｃｍ

２／ｍｇ）

０ ３０ ２１．５６ ２４．９

６０ ０ ２５．０７ ２５．０

０ ４５ ２２．２８ ３１．５

１２５ ０ ３１．４８ ３１．５
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ｉｓｐｅｒｆｏｒｍｅｄｏｎｒｏｏｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ．Ｔｈｅｓｕｍｍａｒｙｏｆｄｅ
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ＬＥＴｅｆｆ．ＮｏｔｅｔｈａｔｔｈｅＳＥＵｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎａｔｔｈｅｔｉｔｌｅｄｉｎ

ｃｉｄｅｎｃｅｉｓｌｏｗｅｒｔｈａｎｔｈａｔｏｆａｔｎｏｒｍａｌｉｎｃｉｄｅｎｃｅｗｉｔｈｄｅ

ｇｒａｄｅｒａｔｔｈｅｓａｍｅＬＥＴｅｆｆ，ａｎｄｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｏｆＳＥＵ
ｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｉｓｏｂｖｉｏｕｓｗｉｔｈｔｈｅｔｉｌｔｅｄａｎｇｌｅｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ．

Ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙａｔｔｈｅ４５ｄｅｇｒｅｅｓ，ｔｈｅＳＥＵｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎａｔ
ｔｈｅｔｉｌｔｅｄｉｎｃｉｄｅｎｃｅｉｓｌｏｗｅｒｂｙ２５％ｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｔｈａｔｏｆ

ｎｏｒｍａｌｉｎｃｉｄｅｎｃｅｗｉｔｈ１２５μｍ Ａｌｆｏｉｌｓ．Ｄｕｅｔｏｓｈａｌｌｏｗ

ｔｒｅｎｃｈｉｓｏｌａｔｉｏｎ（ＳＴＩ）ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｔｈｉｓｄｅｖｉｃｅ，ｎｏｍｕｌｔｉ

ｐｌｅｃｅｌｌｕｐｓｅｔｓ（ＭＣＵ）ｏｃｃｕｒｓａｔｔｈｅｔｉｔｌｅｄｉｎｃｉｄｅｎｃｅ．Ｔｈｅ

３２１　２０１２ ＩＭＰ＆ ＨＩＲＦＬＡｎｎｕａｌＲｅｐｏｒｔ



ｄｅｃｒｅａｓｅｏｆｕｐｓｅｔｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｆａｎｇｌｅｄｉｏｎｓｔｒｉｋｅｓｉｓａｔｔｒｉｂｕｔｅｄｔｏｔｈｅｅｄｇｅｅｆｆｅｃｔ．Ｗｈｅｎａｐａｒｔｉｃｌｅｓｔｒｉｋｅｓ

ａｔｔｈｅｅｄｇｅｏｆｓｅｎｓｉｔｉｖｅｖｏｌｕｍｅｗｉｔｈａｔｉｔｌｅｄａｎｇｌｅ，ｔｈｅｐａｔｈｌｅｎｇｔｈｉｎｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｅｖｏｌｕｍｅｉｓｄｅｃｒｅａｓｅｄ．Ｔｈｉｓ
ｒｅｓｕｌｔｓｉｎｔｈｅｄｅｐｏｓｉｔｅｄｃｈａｒｇｅｓｄｅｃｒｅａｓｅ．Ｔｈｅｅｄｇｅｅｆｆｅｃｔｉｓｍｏｒｅｏｂｖｉｏｕｓｗｉｔｈｔｈｅａｎｇｌｅｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ．

　　Ｉｎｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ，ｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｒｅｓｕｌｔｒｅｖｅａｌｓｔｈａｔｔｈｅＳＥＵｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｂｔａｉｎｅｄｂｙａｎｇｌｅｄｉｎｃｉｄｅｎｃｅｉｓ
ｕｎｄｅｒｅｓｔｉｍａｔｅｄ．ＳｏｉｔｉｓｎｅｃｅｓｓａｒｙａｎｄｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｆｕｒｔｈｅｒｃｏｒｒｅｃｔｔｈｅＳＥＵｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｆｔｉｔｌｅｄｉｎｃｉｄｅｎｃｅ

ｏｎＳＯＩＳＲＡＭ．
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ＧｅｎｇＣｈａｏ，ＸｉＫａｉ，ＹａｏＨｕｉｊｕｎａｎｄＬｕｏＪｉｅ

Ｆｉｇ．１ ＳＥＵｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎａｓａｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆ
１１２Ｓｎｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄｄｏｓｅ．Ｔｈｅｅｒｒｏｒ

ｂａｒｓｒｅｐｒｅｓｅｎｔｔｈｅｓｔａｎｄａｒｄｄｅｖｉａｔｉｏｎ．

　　Ａｔｓｐａｃｅ，ｌａｒｇｅｄｏｓｅｇａｍｍａａｎｄｐｒｏｔｏｎｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎｐｒｏｄｕｃｅ
ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓｔａｔｅｓａｎｄｔｒａｐｐｅｄｃｈａｒｇｅｓｉｎｔｈｅｄｅｖｉｃｅ’ｓｇａｔｅｏｘ
ｉｄｅ

［１］．Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓｔａｔｅｓａｎｄｔｒａｐｐｅｄｃｈａｒｇｅｓｗｉｌｌａｌｔｅｒｔｈｅｅｌｅｃｔｒｉ

ｃａｌｃｈａｒａｃｔｅｒｓｏｆｔｈｅｄｅｖｉｃｅ，ｓｕｃｈａｓｔｈｅｔｈｒｅｓｈｏｌｄｖｏｌｔａｇｅｓｈｉｆｔｓ，

ｌｅａｋａｇｅｃｕｒｒｅｎｔｉｎｃｒｅａｓｅａｎｄｓｏｏｎ．Ｔｈｏｓｅｐｈｅｎｏｍｅｎａａｒｅｃｏｍ

ｍｏｎｌｙｒｅｆｅｒｒｅｄｔｏａｓｔｏｔａｌｉｏｎｉｚｉｎｇｄｏｓｅ（ＴＩＤ）ｅｆｆｅｃｔｓ．Ｏｎｔｈｅ
ｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｈｅａｖｙｉｏｎｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎｍａｉｎｌｙｐｒｏｄｕｃｅｓｓｉｎｇｌｅｅｖｅｎｔ
ｅｆｆｅｃｔｓ（ＳＥＥ）ｔｈｒｏｕｇｈｄｉｒｅｃｔｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｏｎｄｅｖｉｃｅｓ．Ｆｏｒｅｘａｍ
ｐｌｅ，ｓｉｎｇｌｅｅｖｅｎｔｕｐｓｅｔ（ＳＥＵ），ｏｎｅｏｆｔｈｅＳＥＥ，ｉｓｖｅｒｙｃｏｍｍｏｎ
ｉｎＳＲＡＭ，ｗｈｉｃｈｓｅｒｉｏｕｓｌｙｔｈｒｅａｔｅｎｄｅｖｉｃｅｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙｉｎｏｒｂｉｔ．
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